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NO, Concentratia / ppm

1 — ZnO dopat cu 10at.% Sn, 2-4 — ZnO dopat cu Al, Cu si Pd.
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Fig. 2. Raspunsul dynamic al senzorului ZnO, dopat cu 10 at.% Sn, la gazul toxic 1. SppnNO, la temperaturile de 100°C
si 150°C.
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Proba 1 — fara procesarea fototermica rapida, 2,3 — cu porocesarea fototermica rapida, T = 350°C, t = 7s.



